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低位错密度锗单晶片腐蚀坑密度
(EPD)的测量方法

1 范围

本标准规定了低位错密度锗单晶片的腐蚀坑密度(EPD)的测量方法。
本标准适用于测试位错密度小于1000个/cm2、直径为75mm~150mm的圆形锗单晶片的位错

腐蚀坑密度。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。
GB/T5252 锗单晶位错腐蚀坑密度测量方法

3 方法提要

锗单晶片经化学腐蚀法显示位错腐蚀坑后,用显微镜可观察视场面积内的腐蚀坑数目。位错腐蚀

坑密度等于穿过视场面积的腐蚀坑数目除以视场面积。锗单晶片主要有0°、(100)偏(111)6°和(100)偏
(111)9°三种,其位错图像分别如图1、图2、图3所示。

图1 0° 200× 图2 (100)偏(111)6° 200×

图3 (100)偏(111)9° 200×
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